Diody zabezpieczajqce — uktady Dodatek D2

Diody zabezpieczajace - zastosowanie

Nie ma praktycznie obszaru w elektronice w interfejsach uktadéw, w ktorych nie sa
stosowane diody zabezpieczajace jako podstawowy i czgsto jedyny $rodek ochrony
przepieciowej lub koncowy w kaskadzie zabezpieczen.

Oproécz ogdlnych zasad stosowania omowione bgda tylko wybrane obwody
1 interfejsy.

RS
OVER. DEVICE
_VOLTAGE p TO BE
SOURCE PROTECTED

Rys. 1. Element szeregowy i réwnolegly w obwodach zabezpieczen.

Na rys.1 pokazano ogolng sytuacje w uktadach zabezpieczen. Nieliniowy element
zabezpieczajacy P (dioda zabezpieczajaca) jest potaczony réwnolegle do chronionego
obwodu. W linii umieszczony jest element (rezystor) szeregowy R. Czasami zamiast
rezystancji wystepuje bezpiecznik, impedancja przewodoéw, wylacznik elektromechaniczny,
bimetal itp. Sa to elementy przejmujace czg$¢ energii przepigcia lub przerywajace obwad.

Typowa sytuacje dla takiego obwodu ilustruje uktadu z rys. 2.pozwala on dokona¢
szacunkowych obliczen na podstawie zalozen:

- Normalne napigcie pracy obciazenia Uy i prad obciazenia I Spadek napigcia
na rezystancji szeregowej Ugs,

- Wystepuje na wejsciu przepigeie o amplitudzie Ug

- W po przekroczeniu napigcia progowego Uz (wigkszego niz najwyzsze napigcie robocze
obciazenia Uy) przewodzi dioda.

- Prad diody Iz dodaje si¢ do pradu roboczego obciazenia .

- Oba prady wywotuja spadek napigcia na rezystorze Rg, ograniczajac w ten sposob
przepigcie na obciazeniu do wartosci Uz.

Zadanie: Dla przyktadu liczbowego oblicz rozktad mocy w rezystorze i diodzie w czasie
przepiecia.
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Rys.2. Rola rezystancji szeregowej (impedancji)w ograniczaniu przepigc.
obciazenia.

Przepigcia maja najczesciej charakter impulsowy. Ich zrodta powstawania, sposoby
rozprzestrzeniania si¢, metodologia badania odpornosci urzadzen elektronicznych sa obiektem
zainteresowania dziedziny kompatybilno$ci elektromagnetycznej (KEM) (ang.
ElectroMagnetic Compatibility — EMC).

Na rys. 3 pokazano efekt zastosowani zabezpieczenia diodowego.
Nalezy pamigta¢ o odpowiednim doborze (wytrzymatos$ci, chtodzeniu itd.) diody, ale
1 0 wlasciwym doborze (parametrach) elementu szeregowego. Jest on rownie wazny
dla spetienia funkcji i niezawodnosci catego zabezpieczenia.
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Rys. 3. Napigcia w najprostszym ukladzie zabezpieczen przy zakldceniu impulsowym.
a) napigcie impulsu zaktocajacego,

b) napigcie na diodzie (na obcigzeniu),

¢) prad ptynacy przez diodg.

Zabezpieczenie diodowe obwodéw zasilania

Najprostszym uktadem stosowanym w praktyce jest uklad z rys.2.

Wymagany poziom odpornosci na zaktocenia determinuje zastosowane rozwigzania
uktadowe 1 elementy. Wymagania minimalne sg najczg$ciej narzucone przez odpowiednie
normy. Jest to tez kompromis pomiedzy wysokimi oczekiwanymi parametrami odpornosci,
a ceng urzadzenia, wynikajaca z zastosowanych zabiegéw uodparniajacych.
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Diody zabezpieczajqce — uktady Dodatek D2
By wiasciwie dobra¢ parametry diody i rezystancji musimy zna¢ przewidywany
charakter narazen i zadany poziom odpornos$ci. Rodzaj narazen to: typ, amplituda, rezystancja
wewngtrzna, czas trwania, powtarzalnosc itp.

Napigcie progowe diody powinno by¢ wyzsze od najwyzszego napigcia pracy uktadu,
linii (uwzglgdniajac tolerancjg). Rownoczesnie mniejsza od maksymalnego napigcia
niepowodujacego szkod w zabezpieczanym obwodzie. Wymagana moc diody w impulsie
wynika z zalozonej odpornosci na okreslone normami standardowe narazenia (amplituda,
prad, czas powtarzania). Istotne jest tez chtodzenie diody (sposéb wlutowania, temperatura
otoczenia.

Dla przyktadowej popularnej diody 1.5KE6.8CA pokazano charakterystyke maksymalnej
mocy impulsu w funkcji jego dtugosci 1 zmniejszanie tej mocy przy wyzszych temperaturach
pracy diody.
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Rys.4. Maksymalna mocy impulsu w funkcji jego dlugos$ci i zmniejszanie tej mocy przy
wyzszych temperaturach pracy diody 1.5KE6.8CA.

Stosujac rezystancje szeregowa Rg ograniczamy maksymalny prad o diodzie
zabezpieczajacej 1 tym samym zmniejszamy wymagania na jej wytrzymatos¢, wydzielang
chwilowa moc, grzanie itd. Cala praktycznie amplituda impulsow zaktocajacych podawana
jest wtedy na rezystancj¢. Musi mie¢ ona odpowiednia wytrzymalo$¢ zaréwno napigciowa jak
1 mocowa. Wazne jest staranne dobranie typu (np. rezystory objetosciowe, grubowarstwowe)
jak 1 parametréw rezystora.

Stosowanie rezystancji szeregowej w wielu sytuacjach jest niemozliwe ze wzgledu na
wnoszone spadki napigcia, wprowadzane thumienie sygnatu. Dioda powinna wowczas
wytrzymacé cata energi¢ impulsoéw testowych (Ug).

Stosujemy wowczas nastepujace zasady doboru diody zabezpieczajacej wg kryteriow:
A. Nominalne napigcie obwodu Ujom?
B. Maksymalne napigcie wytrzymywane przez uklad Upax,
C. Typ przepig¢:
Jesli typu eksponecialnego to:
- jakie jest ich maksymalne napigcie Ug?
- jaki jest ich czas trwania (mierzony np. w polowie amplitudy)?
- jaka jest impedancja generatora testowego tych impulsow Rg?
- jaki jest czas ich powtarzania T, Czgstotliwos¢ 1/T?
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2. Jesli typu podwyzszeni napigcia statego (DC) to:
- Jaka jest amplituda podwyzszefn Upc?
- Jaka jest impedancja wewnetrzna zrodta tych podwyzszen Rgpc?
- Jaki jest czas powtarzania T, Czgstotliwos$¢ 1/T?
D. Jaka jest temperatura, w ktorej uktad pracuje?
E. Jaki typ diody jest preferowany np. typ montazu, wielokrotna?
F. Jesli jest obwodem transmisji danych to:
1. Jak jest czestotliwos$¢ sygnatow F?
2. Jaki jest czas narostu i opadania tych sygnatow?
3. Maksymalna dopuszczalna pojemnos¢ w linii?
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